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T 659 N

Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und Rickwarts-
Spitzensperrspannung

Vorwarts-StoRspitzensperrspannung

Rickwarts-StolRspitzensperrspannung

DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaBspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Ziindspannung

Nicht zindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom

Ziindverzug

Freiwerdezeit

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften

AnpreRkraft
Gewicht
Kriechstrecke
Feuchteklasse
Schwingfestigkeit

Electrical properties
Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and
reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state
voltaae

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current
average on-state current

surge current
[’ t-value
critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

Thermal properties
thermal resistance, junction to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

clamping force
weight

creepage distance
humidity classification
vibration resistance

t = -40°C...t max
t = -40°C...t max

t = +25°C...ty max
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t;=25°C,t, =10 ms

i = timao to = 10 Ms
t;=25°C,t, =10 ms

ti = timao t, = 10 Ms

DIN IEC 747-6, f= 50 Hz,
vi=10V, igy= 1 A, dig/dt = 1 A/us
tvi = tvi maxs Vo =0,67 Vprm
5.Kennbuchstabe/5th letter F

i = tyimax iT = 2850 A

tvi = tvi max

tvi = tvi max

t,=25°C, vp =6V
t,=25°C, vp =6V

tvi = tvi maxs Vb = 6 \

i = timax VO = 0,5 Vpru

i = timax VO = 0,5 Vpru
ti=25°C,vp=6V,Ra=5W

t,=25°C,vp=6V,Rgk 2 10 W

iom= 1A, dig/dt =1 Alps, t; =20 us

i = tyimax, Vo = Vorm: VR = VRrM

DIN IEC 747-6, 1,=25°C, icu=1A,
dig/dt=1A/us

=ty max» iTv=itavm, Veu=100 V, vpu=0,67
Vprwm, dvp/dt=20V/us,-dir/dt=10A/us,
4.Kennbuchstabe/4th letter O

Kdihlflache/cooling surface
beidseitig/two-sided, Q =180° sin
beidseitig/two-sided, DC
Anode/anode, Q =180° sin
Anode/anode, DC
Kathode/cathode, Q =180° sin
Kathode/cathode, DC
Kdihlflache/cooling surface
beidseitig/two-sided
einseitig/single-sided

DIN 40040
f=50Hz

VDRM) VRRM

Vosm

Vrsm

ITRMS M
ITAVM

lrsm
1t
(di/dt)er

(dv/dt)e

V1
Vrro)
rr

leT

Rinsc

RthCK

tvi max
teop
tstg

max.
max.
max.
max.
max.
max.

max.
max.

2200 2400 2600 V

2200 2400 2600 V

2300 2500 2700 V

1500 A
659 A
955 A

13000 A
11500 A

845000 A%s

660000 AZs
150 Alus

1000 V/us

max. 2,53 V
1V
0,5 mw
max. 250 mA
max. 2,2 V
max. 10 mA
max. 5 mA
max. 0,25 V
max. 300 mA
max. 1500 mA

max. 100 mA

max. 4 us

typ. 300 ps

0,033 °C/W
0,03 °C/W
0,0537 °C/W
0,0511 °C/W
0,0816 °C/W
0,0732 °C/W

0,005 °C/W
0,01 °C/W
125 °C
-40...+125 °C
-40...+140 °C

10,5...21 kN
typ. 280 g
25 mm
(¢}
50 m/s?

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den
zugehdrigen Technischen Erlauterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in
combination with the belonging technical notes.



4000 104
7 T
3500 - -
: _ —
i, 3000 Q = |
[A] [pAS] %j/: ’___,‘__/
2500 — I e o
//
2000 10°
7
1500 5
4
1000 3
2
500
0 102
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 10° 2 3 4 5 7 10" 2 3 4 5 7 102
T659 N/ 1 vy [V] ——— TE59N/2 -di/dt [A/us] ——
Bild / Fig. 1 Bild / Fig. 2
GrenzdurchlaRkennlinie / Limiting on-state characteristic Sperrverzégerungsladung / Recovered Q, = f(-di/dt)
it =f(vy) tj = tj max, VR = f(v1) £0.5 VRrm = 0.8 VR
t;=125°C Parameter: DurchlaRstrom / On-state current i1y
107 Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ¢ pro Zweig fiir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ¢ per arm for DC
4
2 Beidseitig / Two-sided
te 1072 it T Pos. n 1 2 3 4 5 6
[bs] 4 ‘\ 3 Rhn[°C/W] |0,000134 |0,001636 |0,00195 |0,00968 |0,01680
2 thsl] 0,000183 |0,00166 |0,00937 |0,119 0,939
10' . .
7 Anodenseitig / Anode-sided
4 Pos. n 1 2 3 4 5 6
2 = ~—_| Rhn[°C/W] |0,000455 |0,003885 |0,00331 |0,0138 0,02965
107 == - t,[s] 0,000251 |0,00243 |0,0544 |0,183 1,14
b.
4 Kathodenseitig / Cathode-sided
2
y Pos. n 1 2 3 4 5 6
190 2 3 45 7 1q° 2 345 710 2 3 45 7102 |Ryp[°C/W] |0,000708 |0,007242 |0,0137  |0,02665 |0,0249
ig [A] ——— th[s] 0,00032 |0,00387 |0,0232 0,138 0,9
Bild / Fig. 3 Analytische Funktion / Analytical function:

Ziindverzug / Gate controlled delay time tgd =f(igm)
tvj = 25°C, diG/dt = iGM/1|JS

a - maximaler Verlauf / Limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic

Zthic =

Nmax

Lt
S Rnn (1-6 tn)

n=1



